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2. Structural transformations and changes of the energy spectrum in semiconductor materials for electronics at
doping and spatial confinement

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню механізмів фізичних процесів, насамперед, структурних перетворень
та змін енергетичного спектру, які відбуваються в напівпровідникових матеріалах при легуванні та
пониженні розмірності. Вивчені зміни фотолюмінесценції та поглинання напівпровідників, які відбуваються
в результаті їх легування із застосуванням різних методів (імплантаційне, ізовалентне, легування при
тривалих термовідпалах, магнітними домішками, при високих концентраціях легуючої домішки). Досліджені
низькорозмірні кремнієві матеріали, які випромінюють у видимому діапазоні довжин хвиль, зокрема
виявлено два нових світловипромінюючих матеріали - анізотропно травлений та ниткоподібний кремній.
Виявлені та досліджені нові властивості спінової релаксації в квантових ямах та надгратках на основі
напівмагнітних напівпровідників - наявність двох спіново-залежних каскадів енергетичної релаксації



екситонів, пригнічення спін-фліп переходів при малих значеннях хвильового вектора, вплив спінового
розщеплення на спінову релаксацію.

2. Dissertation deals with the investigation of the mechanisms of the physical properties, namely, structural and
energy spectrum changes that occur in semiconductors at doping and quantum confinement of carriers. The
changes of the photoluminescence and absorption of semiconductors at different doping types - isoelectronic,
implantational, due to prolongated annealings, with magnetic impurities, with high concentrations of doping
impurity. The low-dimensional silicon materials are investigated and two new light-emitting materials are found -
anisotropically etched silicon and filament-like silicon. New properties of spin relaxation in quantum wells and
superlattices are observed - the presence of two spin-dependent cascades of energy relaxation of excitons,
suppression of spin-flip transitions at low values of the wave vectors, influence of the spin-splitting on the spin
relaxation.
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